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【はじめに】Erをドープした半導体は 1.54 m帯で鋭い発光を示し、石英系光ファイバの最小伝送損失の

波長帯と一致することから、長距離光通信用デバイスへの応用が期待されている。我々はこれまでに、

MBEを用いて Erドープ GaAs を作製する際、低温成長によって表面偏析が抑制できる[1]一方、発光強度

が著しく減少する[2]ことや Erドープ GaAs の発光スペクトル形状が成長温度に強く依存する[3]ことを報

告してきた。今回、MBE成長した Erドープ GaAs の発光特性に対してアニールが強く影響することがわ

かったので報告する。 

【実験】試料には成長温度 580, 550, 520 ℃で MBE成長した Erドープ GaAs を用いた。温度 600~750 ℃

の範囲で 1〜10分間のアニール処理を行った。フォトルミネッセンス(PL)測定には励起光源として DPSS

レーザ(波長 532 nm)および Ti:Sapphireレーザを用いて励起波長依存性を調べた。また 4.2〜100 Kの範囲

で温度依存性を調べた。 

【結果および考察】 図 1に 520 ℃で MBE成長した

後、650 ℃でアニールした Erドープ GaAsからの PL

スペクトルのアニール時間依存性を示す。アニール

によって波長 1533.5, 1536.3, 1537.4, 1539.5, 1541.1, 

1541.5 nm などの発光線の強度が増加する一方、

1537.0, 1540.1, 1546.7 nm などの発光線の強度はほと

んど変化せず、1538.2 nm の発光線の強度は減少し

た。強度の増加した発光線は 580 ℃で MBE 成長し

た試料において強く観測される発光線と一致してお

り、低温成長した試料中における Er原子配置がアニールに

よって、高温成長した場合に起こりやすい原子配置に変化

した可能性が考えられる。 
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図 1 Er ドープ GaAs の PL スペクトルのアニー

ル時間依存性 
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